Lublin, 3.05.2021

Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. “Impurity band vs valence band as the origin of
itinerant holes in ferromagnetic (Ga,Mn)As” (w jezyku polskim)

(Ga,Mn)As, rozcieficzony potprzewodnik  ferromagnetyczny jest przedmiotem szerokiego
zainteresowania z uwagi na jego sterowalne wiasciwosci magnetyczne w potaczeniu z dobrze znang
technologia pétprzewodnikéw z grupy llI-V. GaAs domieszkowany Mn stat sig prototypowym
materiatem dla spintroniki pétprzewodnikowej. Podstawieniowe jony Mng. w GaAs sa domieszka
akceptorowa i zrédtem momentow magnetycznych. Oddziatywania ferromagnetyczne dalekiego
zasiegu pomiedzy jonami Mn?* zachodza poprzez posrednie oddziatywanie z dziurami
spolaryzowanymi spinowo. Niemniej jednak, toczy sie dyskusja, czy dziury rezyduja w pasmie
walencyjnym czy w dodatkowym pasmie domieszkowym manganu, co rowniez okresla dominujacy
typ magnetycznych oddziatywan posrednich (podwéjna wymiana czy odziatywanie Ruderman-Kittel-
Kasuya-Yosida/model p-d Zenera). W niniejszej pracy struktura pasmowa warstw epitaksjalnych
(Ga,Mn)As jest badana za pomocq spektroskopii fotoodbicia (PR) wspomaganej dodatkowymi
technikami  charakteryzacyjnymi:  spektroskopia ramanowska, wysokorozdzielcza ~ dyfrakcja
rentgenowska (HR-XRD), magnetometria sQUID, elipsometrig spektroskopowa (SE), oraz katowo-
rozdzielcza spektroskopia fotoelektronéw (ARPES). Wyniki wskazuja na pasmo walencyjne jako zrédto
dziur w ferromagnetycznym (Ga,Mn)As oraz s3 zgodne z modelem magnetyzmu p-d Zenera, a nie z
modelem pasma domieszkowego Mn.
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